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MEMORIA DESCRIPTTVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPANA

PORs_"CONVERTIDOR ANATOGICO A DIGITAL", A NOMBRE DE

STANDARD BLECTRICA, S.A., CON DOMICTLIO EN MADRID,
CALLE DE RAMTREZ DE PRADO Ne 5

Resumen de la descripcidn

El paso de un dominio de campo intenso de efecto Gunn a
través de un semiconductor ranurado adeouadamente, o un semiconduc-
tor con &reas de contacto adicionales en una de sus superficies ma~

5 yores, geners una serie de impulsos. En un semiconductor de varias
tomas o adecuadamente dopado, el dominio se propaga una distancia
que depende de la magnitud de la polarizacifén aplicada, que es pro-
porcional & la sefial analdgica. El nfmero de ranuras o &reas adioiow
nales de contacto estdn dispuestas en la secuencia de un cbdigo de

10 cadena de n digitos. El cardcter de cbdigo que corresponde a ls gow

" fial analbgice aparece entonces en seorie on los dltimos n espacios

-

de tiempo antes de que se extings el dominio.

T

Antecedentes del invento

El invento se refiere a los convertidores analégicos g

15 digitales como los codificadores que se usan en los sistemas do mow
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dulacidn deo o6digo de impulsos *(P.C.M.) de tolecomunicacién, y més
particularmente a los ponvertidores gue utilizen dispositivos semiw
conductores que comprenden materiales semiconductores que tienen
efpotos de inestabilidad de oampo intenso mévil.

81 un oristal do ciortoé materizles semiconductorss se
sometoc & wn campo elScirico permanente que excede do un valor orfti~
00, la corrionte resultante quo oircula a travls dol cristal conbie~
ne una componentc oscilatoris de una freoucncia dotorminada por ol
trédnsito de una distribucién do carga ospacial ontre las dreas de
contacto del oristal. E1l fonbmono so presenta a temperaturas ordina~
rias y no requisre un campo magnético aplicado y no pareocs quo en &1
intorvengs una goometria o factor onvenenador especisle Este fonbmo-
no fud primeramonte informado por J«B. Gunn en Solid State Communi-
cations, volumen 1, pégina 88, 1.963 y es, por lo tanto, conocido
como efecto Guun. El efecto Gunn so prosenta por el calontamiento
de electronesy, normalmente do baja masa efectiva; en las sub-bandas
de alta movilidad (K = 0), por el campo eléotrico y la transferencia
oonsocuohto & una maga ofoctiva suporior, on una sub-bands de movi-
lidad inferior (K = 400). Este proceso da lugar a un oambio do velo-
oidad do un clect»én (o corriente) en funcién de las caractorfsticas
del campo aplicado oon una regibn do conductividad diforoncial nege-
tiva. Para una polarizacidn aplicada dontro dc la regifn do conduc~
tYancia nogativa, una regibén de campo intonsa, llamada un dominio, se
mueve de o&todo a Snodo durante un ciclo de oscilacién do corriontcas
La frecuencia do oscilacibn cstéd detorminada primeramcnte por la
longitud del paso do corrientc a través del cristel. Bl fenbmono ha
gido detectado en semiconduotores IIT ~ V, como ol arseniurc de¢ ga—
lio y el fosfuro de indio quo tienen conductividad tipo n.

El término "material semiconductivo ‘que tiene ofoctos de

inostabilidad de campo intenso" se usa agui para comprender por lo
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menos cualquier material que oxhibe ol efecto Gunn segtn se define
eﬁ ol pérrafo precedente o que exhibon.fenémenos funcionales gimie
lares que puoden basarsé on mecanismos internos algo diferentes.

Bl valor del campo aplicado yor debajo del cual no hay
auto-oscilacibn esponténea, puede llamarse valor de umbral de Gunn.

Rogumen del invento

Uns carascteoristica del prescntc invento es la provisidn
de un convertidor analégico a digital que oomprende un cuerpo de
material semiconductor que exhibe ofectos de inestabilidad de campo
intenso, estando aumentada la rosistencia del drea en seccibn de
dicho cuerpo a lo largo de su oje mayor desde un valor minimo en
uno do sus extremos a un valor mAximo en el otro extromo; un par de
arcas do contacto dispuestas separadamente en el cuerpoj una fuente
de polarizacién proporcional a una sefial analégica de entrada aco—
plada al var de 4roas de contacto para producir un campo eléctrico
constante en el cuerpo, excediendo el valor del campo eléctrico el
valor de umbral de inestabilidad de cuerpo al monos localmonte pare
formar un dominio de campo intenso dentro del cucrpo que so propagd
a lo largo de una distancia detorminada por la magnitud de la setial
analdgica de ontrada antes de oxbinguirsc; y medios dc salida on
una relacién prodcicrminada oon ol cuerpo que rosponde a la propa—~
gaoidén del dominio de campo intenso pars producir una serie de im-
pulsos do salida, siondo los n dltimos impulsos do salida anies de
que so oxtinga ol dominio d¢ campo intenso, cn una forma digital
distinta, represcntativos de la magnitud de la seofial analdgica de
ontrada, sicndo n un nimero cntero mayor que la unidad.

Otra caractorfstica de este invento es la provisién de
un convertidor anallgico a digital seglfin se establooce en ol pirrafo
prrecedente en el que los medios do salide comprenden una pluralidad

de ranuras dispucstas on rolacidn do ospacic on una suporficie del
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cuerpo paralela al eje mayor, estando dispuostos los cortes en re-
lacidén transversal al ejo mayor; y un oircuito de salida acoplado a
cada uno de los corieos para dar un impulso cuando el dominio de cam~
po intenso que se propaga encucntra oada uno de dichos cortes, es—
tando determinada la magnitud de ocada uno de los impulsos por la
profundidad de los cortes.

Otra caracterfistioa del invento es la provisién de un
convertidor analégico a digital como se establece en los pArrafos
precedentes en los que dichos medios de salida comprenden por 1o me-—
nos otra 4rea de contacto d;spuesta entre el par de 4reas de contac~
to adyacentes y aisladas de la superficie del cuerpo, dando el otro
rea de oontacto un impulso de salida cuando el dominio de ocampo in-
tenso que ss propaga encuentra el obro &rea de conmtacto.

Puesto que sl funcionamiento del conjunto eos independien
te de la frecuencls de repetioibn de impulsos, supuesbo que ésta es
menor gue la frecuencia auto-oscilante de efecto Gunn, el conjunto
oS capaz de manejar seflales de frecuencia varioble tales como sefia~
les moduladas en frecuencia de banda anche, siendo el limite supe~
rior de frscuencia de los digpositivos tfpicos del orden de 109 od=
clos por segundo.

Breve descripeién de los dibuios

Los antes mensionados y otros objetos y oaracteristicas
de este invento quedardin’'mis claros y el iuvento mismo se comprende~
74 mejor con relacibn a la descripeila siguiente dada junto con los
dibujos que se acompailan en 1los ques

La figura 1 muestra la curva de corziente (I) en fun=
cibn de campo (B) para el mecanismo bisico de transferencia de elec
trones de acuerdo con el invento.

Las figuras 2 a 5 muestran formas de onda tipicas produ~

cidas por un diopositivo do souerdo con ol invento.
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La figura 6 muestra diagramfticamente un convertidor
anélégi?o a digital de estado s6lido que se produce por variacidn
de la resistividad del 4rea de seccién de conduccién del cuerpo se-
miconduotor.

La figura T muestra en diagrams un convertidor analégico
a digital .de estado s6lido que se produce por difusibn de agentes
;nvenenadores en freas seleccionadas del cuerpo semiconductor para
modificar su conductividads

La figura 8 muestra diagramdticamente un convertidor
analbgico a digital de estado sélido alternativo en el que el volta-
Je del dominio es notado por uno o mds electrodos a lo largo del
cuerpo semiconductor.

La figura 9 muestra diagraméticamente una disposicién
alternativa para el convertidor analfgico a digital de la figura 6.

La figura 10 muestra diagramfticamente otra disposicidn
alternativa del convertidor analégico a digital de estado s6lido de
la figura 65 y

La figura 11 muestra un diagrama de blogue de un sistema
convertidor analbgico a digital que utiliza el oonvextidor de las
figuras 6, T, 8, 9 ¥ 10.

Deseripeidn de las realizaciones preferidas

Si un cristal de material semiconductor gque tiene efecto
Gunn segln se ha definido en los pdrrafos precedentes tiene apiicado
un campo unidireccional E para dar ung diferencia de potencigl de
valor controlable en el cristal con un valor permaﬁente normal E de
polarigaeién y si el valor de este campo aplicado que es mayor que
el valor de umbral inferior BEmin para el material se hace que exceda
del valor de umbral E al menos localmente dentro del cuerpo durante
un tiempo menor que el tiempo de trénsito de inestabilidad enire los

contactos espaciados (entre los cuales estd aplicada la polarizacién
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unidirecoional de campo E) la corricnte gue pasa a través del crig=
tal por el campo unidireccional se hace que se desvie de su valor
de egtado permanente hacicndo por lo tantc que el matorial esté em
un estado inostable debido a la formacién de una regién do inosta-~
bilidad de campo intonso. Eate mecanismo bésico de eloctrones trans—
forido se ha ilustrado cn la curva do la figurs 1.

En ol caso de arseniuro do galio, este valor inforiox
de umbral es do alrodedor del 50% del umbral para osoilaciones de
efocto Guun continuo. El campo permancnte pucde estar aplicado con~
tfmamentc o pucde ser pulsado para reducir la disipacibén total de
enexrgia del dispositivo.

Si se hace la I de polarizacifn inmodistamente superior

a la Imin, como sc ha rcpresentado on la curva de la figura 1, en-

tonces el dominio se romperd en ocuanto entre en una rogibn de resis-

tividad inferior y E do polarizacién cacri por debajo de Emine Bsto
se ropresenta on la férm& do onda de la figura 2.

Sin embargo, si la I do polarizacidn es tal que el domi-
nio so dosplaza a través de varios minimos de campo antes de que’se
alcance un valor Bmin, eatonces aparecen vearios impulsos menores
como’ se ha indicado on la figura 3, por lo cual el dominio que se
propaga & 1o iargo del cristal so presenta con un camino do regis-
tencia incremontadas Por supussto, hay un velor minimo al que debe
caer la magnitud de los impulsos y osto serfa determinado por las
caracterfistioas del material somiconductor utilizado. Para valores
ligeramente superiores de I polarizacibn, la onda resultante seria
la representada en la figura 4.

Cuando el impulso original de corriente debido a la prim
mera regibn de inestabilidad de campo intonso se ha propagado a lo
lango de todo ol crigtal y supuesto que el potencial en el disposi-

ftivo se ha mantenido superior al valor de umbral, el material scmi-
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eonductor volverd moﬁenténoambnﬁe a su estado inostablo antes de que
se repita la socﬁendia como ge ha indicado on la figura 5. Por lo
ténto mentoniondo el potencial on el cristal por enciﬁa del valox
de umbral habrd un procesc continuo que dard un tren contfnuo de im—-
pulsos de salida.

8i la impedancia del oristal de matorial semioonductor

so disminuye, entonoes cl dominio, o regios de inostabilidad de cam-

po intenso, se desplagarfa una distancia que estd determinada por la

polarizacibn aplicada y el punto on el aue sl campo cao dobajo dol
valor Fﬂdni,Do esta forma, usando osta técnica so pueden producir

unidades codificadoras de estado s6lido que podrian adaptorso para
gor usadas, por ojemplo, en aplicaciones de conversién analbgioa a
digitals

Refiridéndonos a la figura 6, so ha represontado en ella
diagraméticamente un convertidor analégico a digital de estado s6li-
co que oonsiste en un cristal en forma de cufla 1 de material semicon-
ductor con las propicdades elfctricas necosarias por ejemplo, arse—
niuro de galio tipo n que tiene dreas de contacto Shmico 2 y 3 fije~
das en sus onras planas extromas.

Las tiras o ranuras 4 estédn grabadas o hechas al aire en
una care longitudinal del cristal 1 para formar secclones de conduo-
tividad que varfa a lo largo del oristal 1.

En la prictica, ol oristal 1 puede estar formado por un
substrato semi-aislante, por ojemplo arsoniuro de galio con oreci-
mionto epitaxial o alternativamente podria usarso una/pieza s6lida
de material somiconductor. Laslércas de contaoto 2 y 3, por ejemplo,
estalladas, estdn formadas cn las caras oxtromas del cristal 1, por
¢ jemplo, ﬁor evaporacién al vacfo. El dispositivo se trata ontonces
térmicamente en wna atmésfora reductora gue conticne un agento do

fusidén, para aloar la unién motalwsomiconductor y formar la unidn
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La fusnite 23 de polarizacibén wnidireccional proporcional
a la entrada analbgica se uss para aplicar una diferencis de poten-
oial del valor del control entre las Sreas de contacto 2y 3, ¥ el
cirouito de salida 5 que comprendc, por ejemplos bobinas de induc—
tancia 6 se usa para extracr cualguier componente oscilante de la
sorriente que oircula por el cristal 1.

Bl fendmeno conocido csomo efecto Guun se manifiesta poxr
la aparicién en el circuito de salida 5 de una componento oscilante
en la corriente que atraviesa el cristal 1 ouando la diferencis de
potencial aplicada al cristal 1 se hace que exceda un valor critioco.
En la disposicién de la figura 6, el potencial aplicado entre las
dreas de contacto 2 y 3 haoe.qﬁo el material esté en un esiado ines-
table y se olige de forma gque cuando el cahpo gléotrico debido al
potencial aplicado encuentra la primera de las ranuras 4 se forma
una, reglén de inestabilidad de campo intenso devolviendo por lo tan~
to el material a su estado estable de nuevo. La corriente que pasa
a travéds de esta regibn se hace que éufra uﬁa sole excursidn de su
valor constante debido a la formacidn de esta regifn de inestabili~
dad de campo intenso, esio es, que se excede el valor de umbral. Es-
te dominio de campo intenso que se manifiesta en el circuito de sa-
lida 5 en forma de impulsos de oorriente,'se propagavé entonces a
lo largo del cristal 1, estando determinada la distancia recorrida
por la polarizacibn aplicads y el punto en que el campo cae por de=
bajo de Emine Durantec la propagacién, el dominio de campo intenso,
al encontrar los surcos restantes 4, hari de nuevo que la corriente
haga excursiones simples desde su valor normal constante en oads uno
de los surcos 4 restantes. Por la variacién del &rea en ssccibn del
dispositivo, la magnitud de esta serie de impulsos es menor que la

del impulso debido a la primers regibn de inestabilidad de ocampo in=-

.
oot tmmaeitn s s m
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tenso & causa de la resistencia incrementada que se presents sl cam
po oléctrico, pero hay, por gupuesto un valor minimo al que no lle=
garéd la magnitud de estos impulsos y esto estard determinsdo, como
se ha establecido antes, bor el materiale

Con relaciln a la figura T, se ha representado. diasgra=
méticamente una unidad codificadora de estado sblidos Esta es una
forma alternativa de la disposicidén de la figura 6e La construccidn
de este dispositivo es segin se ha detallado para el convertidor
anal6gioo a digital de la figura 6, exoepto porque el cristal 1 os-
t4 formado por discos de lados paralelos y la conductividad del ma~
terial se varia envenenando el cristal 1 oon un agente adecuado pa~
ra producir regiones de resistividad variante. Las regiones 7 son
de la misma resistividad, pero las regiones 8 a 14 estédn dispuestas
de forma tal que la resistividad de cada una de lag reglones suce-
sivas se incrementa progresivamente simulando por-lo tanto la éon--
dicién obtenida en el convertidor analbgico a digital de la figura
6. La operacién de este diszpositivo es exactamente igual que la que
ge ha detallado para el convertidor analdgico a digital de la flgu-
ra 6

En la figura 8 so ha representado diagremibticamente un
convertidor analfgico a digital de estado s6lido en el gue el domi-
nio, o regidn de inestabilidad de campo intenso es percibido por
uno o més electrodos a lo largo del dispositivo. La construccién de
egte dispositivo es exactamente igual a la detallada pars la unidad
de la figura 6, excepto porque las muescas 4 se han omitido y se ha
cambiado el circuito de salida 5. Otra serie de &reas de contacto
15 estén depositadas en una de las superficies mayores del oristal
semiconductor 1 y eléctricamente alsladas de 61 por una capsa fina
de material alslante 22, tal como silice. Los electrodos miltiples

estén, asl, situados cerca de la regién de inestabilidad de campo
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intenso en el dispositivo y como el dominio de Eampo intenso que,
come se ha ostablecido previasmente, se manifiesta en forma de impul-
sos escarpados de corriente en el circuito de salida 5, se propaga
a lo largo del dispositivo, e; percibido por cada una de las &reas
de contacto 15 a su vez y acoplado ocapacitivamente a la salida me-
diante la capa 22 pare producir una serie de impulsos de salida. De
nuevo, la distancia recorrida por la regidn de inestabilidad de cam~
po intenso ostd determinada por la polarizacidn aplicada y el puntio
en que el campo cae por debajo de Emin.

Asi, puede verse de lo anterior que cuando una seflal
analbgice variable de entrada se aplica a los dispositivos de esta-
do s6lido representados en las figuras 6, T y 8 se obtiene una forma
distintiva de salida digital, esto es, un tren de impulsos uniformes
gque pueden ser contados para dar una medida digital de la sefial de
entradas

Refiriéndonos a la figura 9, se ha represontado diagra—
néticamente en ella un convertidor analbgico a digital de estado sé-
lido que es una disposicidén alternativa del convertidor analbgico a
digital de la figura 6. En esta disposioién, las tiras o ranuras 4
estén dispuestas en forma de un cb6dige de cadens con una muesira 4
prosente pare cada marca (denotada 1) del obdigo, y ausente para oa=
da espacio (denotado O)e Puesto que la sefial analbgica variable de

entrada se refiere directamente a la distancis recorrids por lg Tew

gibn de inestabilidad de campo intenso a lo large del dispositivo,

_entonces los dltimos pocos dfgitos antes de la extincibn de la re-

gibn de inestabilidad de campo intenso darfa una representacibn de
c6digo de la magnitud de la sefial de entrada analfgica.

Puesto que es necesario que la regidén de inestabilidad
de campo intenso se pueda extinguir en un punto corregpondiente a un

sspeoio es necesario dar otra renurs pars oads espacio del obdigo
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asegurando por‘lo tanté que para una sefial de entrada analbgica da=~
da la regidén de inestabilidad de campo intenso que se propaga se
desplagzard una distancia fija antes de extinguirse por uns ranura
pora dar una forma de salida digital distinta para esta sefial de
entrads analdgicas Para conseguir este modo de operacidn, serd ne-
ceaario, ocomo se ha representado en la figura 10, tener muescas pro—
fundas 19 y muescas superficiales 20 para maroas’ ¥y espacios respec~
tivamente; y posiblemente dar un declive més ancho a los espacios
que a las marcas. Lo salida consistiria entonces en impulsos grandes
¥ pequelios para marcas y espacios, respeotivamente, de forma que se~
rfa necesaria la regeneracifn.

Un cbdigo de cadena se construye en lg férma siguientes
Cade uno de los I niveles estd definido como uma secuencia de n df~
gitos, siendo 2°DN. Los primeros (m ~ 1) dfgitos de cualquier nivel
son iguales que los Gltimos (g-— 1) digitos del nivel previos. Un
gejemplo muy sencillo de un cédigo de cadena de dos dfgitos se ha re—
presentado a continuscidne

Nivel n? Digitos

1 00
2 01
3 11
4 10

Egto da una seouencia periddice 001100110011,

Bl obdigo puede olegirse entonces (como en el ejemplo
anterior) como el primer nivel gue se repotiria después del filtimo
nivel sin rupture de la regla de que los primeros (g_n 1) dfgitos
de cualgquier nivel sean los mismos que los (g,— 1) digitos del nivel
previos Asf, si una sescuencia que consiste en cualquier columna de
la teble se repite peribdicamente, puede elegirse cualquier juego

adyacente de N + n - 1 elementos de ella y tomarse como base para un
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Loa N jucgos de n elementos adyacentes son todos dife-
rentes y corresponden a logs caractores del obdigos En el sjemplo
antorior, los oinco elementos serfan 00110, y los pares adyacentes
fie slementos son los caracteres representados en el cuadro anterior.

A contimmacién se han tabulado las seouencias de varios
¢b8digos no redundantes. ~

NGmero de NGmexro de

dfgitos (n) niveles (N) Secuencia bisiocs
2 4 0011(0)
3 8 00011101(00)
4 16 0000101101111011(000)
5 32 00000100101011010001100111110111(0000)

En la tabla anterior, la secuenocis de I elementos bisi~
cos es seguida (entre paréntesis) por (g,~ 1) elementos repetidos
desde el principlo de forms que el total da directamente una dispo~
sicibn adequada para muescas 4 de los oconvertidores anallgico a di-
gital representados en las figuras 9 y 10. Debe sefialarse que la se-
ouenoiz puede iniciarse en uﬁ punto arbitrario o completarse, o in-
vertirse si hay ocualquier venbaja instrumental haciéndolo asf. ILa
gecuenois para cfdigos no redundantes de mis digitos y para algunos
o6digos redundantes puede ser también empleada.

El convertidor analbgico a digital de estado s6lido de
la figura 8 puede adaptarse también pare que funcione de acuerdo con
el obdigo de ocadena, Esto puede disponerse teniendo un &rea de oon-
tacto 15 presente para cada marcs en el obdigo y susenbe para cada
espacic. Si se tienen dos juegos de 4reas de contacto 15 en el cris-
tel semiconduotor 1 cada una de las ouales estd dispuesta segln un
esquems diferente, esto permiﬁiria entonces un margen mis amplio de

cédigos de cadena que se obtendrfan de una sola unidads
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El diagrame de bloque de un sistema convertidor prédetico
analbgico a digltal que utiliza los convertidores qpalégico a digi~
tal representados en las figuras 6, T, 8, 9 y 10 se ha representado
en la figura 11. Lo salida digital del convertidor analbgico a dégi-
tal se pasa a los elementos de retardo 17 que son capaces de almace-
nar los dGltimos p dfgitos de la salida digitals La salida del ele-

mento retardador 17 se toma para abrir 18 que es accionado por el

convertidor analfgico a digital 16 cuando la regién de inestabilidad .

de campo intenso de osa zona ze extingue. Asi, los dltimos n - digi-
tos de la sefial digital anteriores a la extinoién se pesan al ciroui
t0 de salida. Lz salids digital pasads a través de los medios de ve-
tardo 17 antes de la extincidn ds la regifn de inestabilidad de cam—
po intenso se disipa en ol circuito de entrada de la puerta 18.

Los problemas pr4cticos inherentes al manejo de impulsos
de salida de muy corta duracibén para su uso en, digamos, siatemas de
modulacién de cbdigo de impulsos de telecomunicacién puede solventan
se detectando la salida estroboscépicamente. Bgto requeriria que og~
da muestra de seflal analdgica se codificase muchas veces sucesiva~
mente lo que seria posible a la vista de la alta velocidad del fe-
némeno,

Aungue los principios del invento se han descrito con
relacidn a aparatos especificos se sobrentionde que esta descripeiln
se ha hecho solamente a tftulo de ojemplo y no como una limitacidn
del alcance del invento tal y oomo so establece en los objetos ante-
riores y en las reivindicaciones que se acompaflan.

Este invento corresponde & una solicitud de patente for—
mulada en Inglatorra ol 17 de Octubre do 1966 sefialada oon ol nf,
46295/66 y sc acogo por lo tanto o los benofioios quo otorgan los

convonios internacionsles vigontos.
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Los puntos de invenoién propia y nueva quo so prosentan
para que sean objoto de egba patente de veinte afios son los siguien-
toss

4 =~ Un convertidor analdgico a digital quo comprendes

Un cuerpo de meterial semiconductor que muesira efectos
do inestabilidad de oampo Intenso, aumentédndose la resistencia del
&reu oonductora en meocibn de dicho cuerpo a lo largo de su eje ma~
yor desde un valor minime on un exbremo a un valor miximo en el otro
extnemos

Un par de 4rcas de conbacto dispuestas espaociadas en di-
cho cuerpo;

Una fuente de polarizacién proporcional a una seilal ana-
légica de entrada acoplads a dicho par de 4rems de coniaocto para
producir un campo elSctrico pemmanents cn dicho cuerpo, excediendo
ol valor éa dicho campo ol valor de umbral de inestabilidad de dicho
cuerpo al mes localmente en 61 para formar un dominio de campo in-
tenso dentro de dicho cuerpo, que so propags & lo largo de una dis-
tancia determinada por la magnitud de dicha selial do entrada antes
de extbinguirse; y |

Modios de salida en una relacién predeterminsda con &i-

cho cuerpo que responden a dicho dominio de campo intenso que se

Propaga péra producir wna serie do impulsos de salids siendo los n

Gltimos impulsos de salida antes de que dicho dominio de campo ine-
tensn se extinga, un esquema digital distinto representativo de la
magnitud de dicha sefial de entrada, siendo n un nfiiero entero mayor
Que la unidade

2 - Un convertidor como ol del punto 1 en el que

Dichos medios de salide comprendens

Una pluralidad de surcos dispuestos espaciados en una
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suparficie de dicho cuerpo paralela a dicho ¢je mayor, outando dis~
puéstos dichos surcos en posicibn transversal con relacién a dicho
oje mayor; ¥

Un circuito de éalida acoplade a cada uno de dichos sur-
cos para dar un impulso cuando dicho dominio de campo iﬁtenso que
so propaga encuentra cada uno de dichos surcos, egbando determinada
la magnitud de cada uno de dichos impulsoé por la profundidad de
dichos surcos. )

3 = Un convertidor como ¢l del punto 2 en el que

Se han previsto dos juegos de surcos en dicha superfi-
cie de dicho cuerpo, teniendo wna profundidad diferente cada unc de
dichos dos Juegos de surcod.

4 -~ Un convertidor como el del punto 3 en el que

Uno de dichos dos Jjuegos de surcos représenta las mar—
cas de un cbdigoy y

El otro de dichos dos juegos de surcos representa los
egpeolos de dicho ¢bdigos

5 = Un convertidor como el del punto 1 en el qus

Dichos medios de salide comprendens

Por lo menos otra &rea de contacto dispuesta entre di-
cho par de 4reazs de contacho adyscentes g y alsladas de una supor-
ficie de dicho cuerpo, dando dichs otra 4rea de contacto un impulso
de salida cuando dicho dominio de oampo intenso que se propaga en-
cuentra dicha otra 4rea de contacto.

6 ~ Un convortidor como el del punto 5 en el que

Se han previsto una pluralidad de dichas otrﬁs 4roar de
contacto, dando cada una de dichas Aress de contacto un impulso de
salidae cuando dicho dominio de campo inbenso que se propaga encuen—
tra cada una de dichas otras 4reas de contacto.

7 =~ Un convertidor como el del punto 6 que ademds oomw
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Una capa fina de material aislante para aislar dichas
otras 4reas de contacto de dicha supserficie de dicho cuerpos

8 = Un' convertidor como el del punto 1 en el gue

Dicho: cuerpo tiene forma de oufia para aumentar dicha rTe~
sigtencia a lo largo de dicho eje mayor desde un valor mfinimo en un
extremo haste un valor mdximo en el otro de sus exiremos.

9 ~ Un convertidor como el del punto 1 en el que

En dicho cuerpo se difunden selectivamente agentes enve-
nenadores para producir 4reas de resistencia diferente a lo largo
de dicho eje mayor para aumentar dicha resistencia a lo largo de di-
cho sje mayor desde un valor minimo en uno de sus exbremos hasta un
valor méximo en el otro extremoc.

10 - Un convertidor oomo el del punto | que ademis com
prende

Unos medios de retardo acoplados a dichos medios de sa~
lida, almacenando dichos medios de retardo dlohos n filtimos impulsos
de malidas y

Medios de puerta acoplados a dichos mediog de salida ¥
dichos medios de retardo pars pasar dichos (ltimos n impulsos de sa-
lida a través de ellos ouando dicho dominio de campe intenso que se
propaga so ha ex'binguido.

11 =~ Un convertidor anallgico a digital.

Tal y como ge deseribe en la memoria que antecede, o=

presentado en los dibujos que se acompaflan y a los fines especifica=

dosge
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460 Bgta memoria consta de diccisiete hojas esoritas por

una sola carae

Madrid, 1 6 OCT. 1957

EUGENIO BARROSO ™

« Secretario General




K

STANDARD ELECTRICA, 5. A,  [%e¥i/

N,

(E-L

16 ﬂl"r 1{);7

o . EUGENIOBARROSO

. Secretano General



Y

STANDARD ELECTRICA, 5. A,
2 4.1 -
. VARN Soud
Fizb.
58797 10717127 137 47
([ 1]/ LLLLLL S,

4 A A ,//y‘ 4//6"

4 M

“w Socretario General




75

ATANRARD ELECTRICA, & A; - :).

" 0001110010100
| fid

2 WD DT

00011100101000
| AT
gt
—— B — 77 B
| 1 _.

A, 160LLEE

Yl

'EUGENIOB

., Secretario General




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



